TRANZYSTORY
O ASY34, ASY35, ASY36 i

p-n-p

ASY37

Tranzystory germanowe stopowe malej mocy matej czg-
stotliwosci. Sg przeznaczone do stosowania w ukladach
przelgczajgcych $redniej szybkoSci.
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Dane techniczne

Wartosei dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych

Typ
Napiecie kolektor- —Ucgo
-baza
Napiecie kolektor-"
~emiter —Ucks
Napiecie kolektor-
-emiter —Uceo
Napiecie emiter- —Ugso
-baza
Prad kolektora —Ic
Prad szczytowy .
kolektora —Icm
Prad bazy —Ip
Moc strat kolektora
przy tomp = 298 K
(25°C) Pc
Temperatura zlgcza t;
Zakres temperatury
sktadowania Lstg

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna
zlgcze-otoczenie

ztgcze-obudowa

ASY34 ASY35 ASY36 ASY3T7

15

15

10
10

200
200
30

150/

30

20

20
10

200
200
30

150

30 30 V
25 20 V

20 20 V

10 10 V
200 200 mA
200 200 mA
30 30 mA
150 150 mW

348 K (75°C)

218...363 K (—55...1-90°C)

Ring—2<330 <330 <330 <330K/W

- Rengey <200 <200 <200 <200 K/W

TRANZYSTOR ASY34

Parametry statyczne

przy tamp = 298K
(25°C)

Prad zerowy
kolektor-baza
przy —Ucg =6V
przy —Ucg =6V,
tamp = 343 K (70°C) —Icno

Prad zerowy
emiter-baza
przy —Ugs =6V

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ig =0,
—Ic=50pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy R =0,
—Ic =50 MA
przy —Ig =20,
—Ic=10mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,
—Iz=50pA

Wspbtezynnik
wzmocnienia prg-
dowego*
przy —Ic = 10mA,
—Uce =02V

—Icno

—IgBo

U(srycBo

~Usryces

U(sr)cro

Usr)EBO

min,

15

15

10

10

hoyg kLII 20

kl. I1Ia 30

kl. ITI
kLIV
kL. Vv

k1. VI

przy —Ic =100 mA,
—Uce=02V
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic =50mA,
—Ip=3mA

haie

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298K
(25°C)
Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —Ic =1mA,
~Uceg =5V,
f =0,5 MHz fr

* Podzialu na klasy dokonuje sig¢ na

w zamodwieniu.

Ucgsat

60
70
110
150

20

min.

2

SWwW

typ.

60

40

40

20

30

0,15

typ.

4

4-74/1
1156-211
maks.
5 pA
100 pA
6 A
—_ v
— v
—_ v
—_ v
35 —_
70 -
90 —_
130 —
170 —
220 —_
0,25 V
maks.
— MHz

zyczenie odbiorcy okreSlone



4-74/1

Pojemno$é wyjéciowa
przy —Ic =1mA,
—UCB =5 V,
f=1MHz

Czas wlaczania
przy —Ic =10maA,
~Ip=Ipa=1mA ton —

Czas wylaczania
przy —Ic = 10maA,
—Ig = Ig, =1mA

Coz —

torr —

TRANZYSTOR ASY35

Parametry statyczne

przy tams = 298 K

(25°C) min.

Prad zerowy
kolektor-baza
przy —Ucs =15V —Icp —_
przy —Ucg =15V,
tamp = 343 K (70°C) —Icgo —_

Prad zerowy
emiter-baza
przy —Ugs =10V —Izg, —_

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy _IE = 0’

—Ic =100 pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Rpe =0,
=Ic=100pA
przy —Ip =0,
—Ic=10mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,

—Ig =100 pA

Wspébtczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy —Ic = 10mA,
—UCE =1V

Usrycso 30

U(sryces 20

Usryceo 20

U (sryEB0 10

horg k1 I11a 230
kKL III 60
kKLIV 170
KLV 110
k1. VI 150
k1. VII 200

przy —Ic = 200 mA
'—ch = 0,35 v

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 mA,
-1 B =5mA

hg] E 20

Ucgsat -

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298 K

(25°C) min.

Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —Ic=1mA,
‘—Ucz =5 V,
f=2MHz
Pojemnoéé wyjécio-
wa
przy —Ig=1mA,
=Ucs=5V,
f=1MHz

fr 3

Coz -

22

typ.

2,5

60 -

50

50

40

20

0,11

typ.

15

35 pF
1,55 ps
2,7 us
maks,
6 BA
100 pA
6 RA
_— v
—_ v
— v
— v
70 —_
90 —
130 —
170 —_
220 —
300 —
0,2 v
maks.
— MHz
20 pF

Rezystancja rozpro-
szona bazy
przy Iz = 1mA,
=Ucp=5V,
f =1MHz
Czas wlgczania
przy —Ic = 10mA,
—Ipy =1Ip =1mA ton —_
Czas wylaczania
przy ~Ic = 10maA,
—Ip; = Igs = 1 mA torr —

’
Tob -

TRANZYSTOR ASY36
Parametry statyczne

Przy tamp = 298 K

(25°C) min.

Prad zerowy
kolektor-baza
przy —~Ucpg =20V —Icpp —_—
przy —Ucg =20V,
tamp = 343 K (70°C) ~Icno -—
Prad zerowy
emiter-baza
przy —Ugs =10V —Iggy -
Napiegcie przebicia
" kolektor-baza
przy _IE = 0)
~Ic=100pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter

Usrycao 30

przy Rge =0,
—Ic=100pA Usryces 25
przy —Igp =0,
—Ic=10mA U(BR)CEO 20

Napiecie przebicia
emiter-baza

przy —Ic =0,
""IE =100 [J.A U(BR)EBO 10
Wspb6tezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy —Ic = 10mA,
~Uceg=1V hye kI IITa40
kLIII 60
kKLIV 70
klLV 110
kL. VI 150
k1. VII 200
przy —Ic = 200 mA ’
—Uce=1035V hsig 20
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 mA,
—Ig=33mA Ucgsat —_
Parametry dynamiczne
Przy tams = 298 K
(25°C) min,
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy —Ic=1mA,
"—ch =35 V,
f = 2MHz fr 5

100

0,45

0,53

typ.

60

50

50

40

20

60

0,11

typ.

6,5

300 Q
0,9 us
16 ps
maks,

6 pA
100 pA
6 pA
— \'
—_ v
— v
— v
70 —_
90 —
130 —
170 —
220 —
300 —
0,2 v
maks.

— MHz

* Podziatu na klasy dokonuje sie¢ na Zyczenie odblbrcy okreslone

w zaméwieniu,



Pojemnoéé wyijscio-

wa

przy Iz = 1maA,

_'UCB =5 V,

f=1MHz
Rezystancja rozpro-

szona bazy

przy Iz = 1maA, !

’—Uca =5 V,

f=1MHz Tbb,
Czas wilgczania

przy —Ic = 10 mA,

_Igl = IBg =1mA ton
Czas wylgczania

przy —Ic =10 mA,

_IBl = 132 =1mA tonr

C22b

TRANZYSTOR ASY37
Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C)

Prad zerowy
kolektor-baza
przy —Ucp =15V —Icpy
przy —Ucs =15V,
tamp = 343K (70°C) ~Icpoy

Prad zerowy
emiter-baza
przy —Ugs =10V —Igp

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy +Iz =0,
—Ic=100pA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Rpe =0,
—ICES =100 MA
przy —Ig =0,
—Ic=10mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ic =0,

—Ig =100 pA

Wspbtezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy —Ic =10mA,
'—Ucz =1V

Usr)cao

U(sr)ces

U(srycEo

U(BR)EBO

min,

30

20

20

10

hyg k1. IIT 60

kLIV 70

kLv 110
k1. VI 150
kl. VI1200

przy —Ic = 200 mA
_UCE = 0,35 v
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 mA,
—Ip=25mA

o1z

Ucgsat
Parametry dynamiczne

przy tams = 298K
(25°C)

Czestotliwo$§é gra-
niczna
przy —Ic=1mA,
~Uce=5V,
f = 5 MHz fT

30

min.

10

18

100

0,45

0,7

typ.

2,5

60

50

40

40

15

typ.

15

20 MHz
300 Q

0,9 ns
1,6 us

maks.

6 pA
100 pA

6 pA

—_ \'

— v

— v

— v

90 —_
130 —
170 —

220 —

250 —

0,2 v

maks.

— MHz

¢ Podziatu na klasy dokonuje si¢ na Zyczenie odbiorcy okreSlone

w zamé6wieniu.

Pojemnosé wyjscio- .
wa
przy —Ig = 1mA,
~Ucs =5V,
f=1MHz
Rezystancja rozpro-
szona bazy '
przy —Iz =1mA,
—Ues =5V,
f =1 MHz Tbbl
Czas wigczania
przy —Ic =10mA,
._131 = 132 =1mA ton
Czas wylaczania
przy —Ic =10mA,
~1Ip = Ips = 1 mA torr

C22b

— 15 20

— 100

300

— 032 09

— 0,47

1,05
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Zalezno§é temperaturowa mocy strat Pc = f (tamb)
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emiter-baza Ucgr = f (RsE)

1071 10°

Zalezno$é napiecia kolektor-emiter od rezystancji

Reefk2] 107
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Zalezno§¢ statycznego wspblczynnika wzmocnienia

pradowego od pradu kolektora heiz = f(Ic)
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Zalezno$¢ czestotliwo$ei granicznej od pradu ko-
lektora fT = f (Ic)
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Zalezno$é czestotliwo§ei granicznej od pradu ko-
lektora fr = f (I¢)

4 =
fr ‘o‘J
il ;2/:1#20 A
amb™. 5 °C // ‘5/‘
7
// ,/ 'U(‘E: 1V
10 // ] ™~
/| 4
/94
/)4
//
5| 4
0
2 4 6 -l [mA] 10

Zalezno§é czestotliwo§ci graniecznej od pradu ko-

lektora fT = f (Ic)

N
~Y

A v [ @F s
M. 7
(MH]) /)
/|y
5 / / L~ N .
[/ 17 N
"/ F=5MHHz
/ lomy=25°C
104
5_.
g 2 4 6 ~I/mA] 10

Zalezno§é czestotliwo$ei granicznej od prgdu ko-

lektora fr = £ (I¢)

4 Elementy péiprzewodnikowe
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t=f(c)
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Zalezno$é czasOw przelgczania od pradu kolektora
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COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com
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